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Pb;«Mn,Te (Ga) EPITAKSIAL TOBOQOLORININ BOYUMO XUSUSIYYOTLORININ
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Molekulyar dostodon kondensasiya metodu ilo 10 Pa vakuumda BaF, (111) althqlari iizorindo alnmus Pb; Mn,Te (Ga) (x=0,02)
epitaksial tobagalorinin kristal mitkommalliyi va sothinin morfologiyas: elektrofiziki xassalori ila alagali tadqiq olunmusdur. Miisyyain
edilmisdir ki, tabagalarin kristal milkemmalliyi ve yiikdastyicilarinin yiiriiklityii kondensasiya siiratindon kaskin asilidir. Yiiksak elektrofiziki
parametrli vo milkommol quruluslu Pb, Mn,Te epitaksial tobagslorinin alinmasimnin optimal sortlori miioyyon edilmisdir: T, =663+673 K;
T1e=420 K; v=8+9 A/s, n,p(77K)=5-10"+1-10"° sm?; p, (77K)=(2,5+3)-10* sm*/V's.

IIpencraBneHsl pe3ynbTaThl HMCCIENOBAHUS CTPYKTYPHI M MOP(OJIOTHH ITOBEPXHOCTH OJIUTAKCHANBHBIX IUIeHOK Pb;  Mn,Te (Ga)
(x=0,02), BoIpanieHHBIX Ha 1o yoxkkax BaF, (111) MeTomoM KoHIEHCAIMN MOJIEKYJSIPHBIX IIyYKOB B BaKyyMe 10*Ia, B KOPpEJSLMH C UX
AEKTPOPHU3NIECKUMH CBOWCTBaMH. [10Ka3aHO, YTO KPUCTAIUIMYECKOE COBEPLICHCTBO U HOJABM)KHOCTH HOCHTEJEH 3apsijia INICHOK CHIIBHO
3aBUCUT OT CKOPOCTU KOHJeHcalu. OnpeseneHsl ONTUMAIbHbIE YCIOBUS MOJIYUYEHUs! CTPYKTYPHO COBEPIICHHBIX IUTAKCUANIBHBIX IJIEHOK
Pb;,Mn,Te ¢ BbICOKMMH 31eKTpodusmueckumu napamerpami: T,=663+673 K; T1=420 K; v,=8+9 A/cex, n,p(77K)=5-10""+1.10"0 cm™;

Hop(77K)=(2,5+3)-10* em*/B-c.

Crystal perfectness and surface morphology of Pb;_Mn,Te (Ga) (x=0,02) epitaxial films, grown on BaF, (111) substrates in the 10 Pa
vacuum by the molecular beams condensation method were investigated related to their electrophysical features. It is shown that crystal
perfectness and mobility of charge carriers are highly depended on the condensation rate. The condition of growth of Pb,.,Mn,Te epitaxial
films with high electrophysical parameters and with perfect structure was defined: Ty, =663+673K; Tg~420K; v=8+9 Ass,

(0,p)77x=5-10"+1-10"sm™; p, (77K)=(2,5+3)-10% sm?*/Vs.

A"BY! tipli yarimkegirici birlogmolor osasindaki bark
mohlullar spektrin 3+5 mkm dalga uzunlugu oblastinda
isloyon fotogobuledicilordos genis istifado olunur [1].

Son zamanlar, bu birlosmolorin  maqnit xassoli
elementlorlo (Mn) omolo gotirdiyi yarimmaqnit bork
mohlullara (Pb,Mn,Te, Pb; Mn,Se) elmi maraq xeyli
artmisdir. Belo ki, A"B"! tipli yarimkegiricilor qrupuna daxil
olan PbTe, PbSe birlogsmolorinin kristall qgofasine Mn
ionlarmm daxil edilmesi, yaranan bork mohlullarda
yarimmaqnit yarimkegiriciloro moxsus yeni xassolorin
movcudlugunu iizoe ¢ixarir vo onlarin osasinda texnikada
genis totbiq olunan, maqnitlo idaro olunan diodlarin
hazirlanmasina boyiik imkanlar yaradir. 30 ilden artiq bir
dovrdo yarimmaqnit xassali belo bork mohlullarin massiv
monokristallar1 alinmis va onlarin fiziki xassoleri genis tadqiq
olunmugdur [2-6]. Gostorilon bork mohlullarin epitaksial
tobagolorinin  almmast vo onlarin osasinda infraqirmizi
texnikada genis totbiq olunan optoelektron cihazlarin
hazirlanmasi bdyiik shomiyyat kosb edir. Bu iso Pb; ,Mn,Te
bark mohlullarin yiiksok kristal mitkommolliya vo tolob
olunan  elektrofiziki  parametrloro  malik  epitaksial
tobagalarinin alinmasi masalasini qarsiya qoyur.

Malumdur ki, optoelektron cihazlar kristallarin satha
yaxin laylarinda yaradilir va uygun olaraq sothin kristal hali
onlarin osasinda hazirlanan cihazlarin xarakteristikalarina
ohomiyyatli daracadas tasir eidir [7].

Toqdim olunan isdo molekulyar destodon kondensasiya
metodu ilo 10™ Pa vakuumda BaF, (111) altliglari iizorindo
alimmis Pb; Mn,Te (x=0,02) epitaksial tobogoalorinin kristal
mitkommolliyi vo sothinin morfologiyas1 elektrofiziki
xassalari ilo olagoli tadqiq olunmusdur. Altliq gisminds BaF,
monokristallarinin ~ tozo  golpolonmis  (111)  laylari,
buxarlanma moanbayi kimi avvealcadan sintez olunmus, talab
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olunan kimyovi torkibo malik, <0,5 at. % qalliumla (Ga)
asqarlanmig Pb; ;Mn,Te bork mohlullar: gotiirilmiisdiir.

Alimmis tabagalarin kristal miikoammaolliyi
elektronoqrafiya ~ vo  rentgendifraktometriya,  sothinin
morfologiyasi iso elektronmikroskopiya metodlar ilo todqiq
edilmisdir.  Gostorilmisdir ki, daha yiiksok  kristal
mitkommolliys vo elektrofiziki parametrloro malik epitaksial
tobagalori, bdyiimo prosesindo kompensoedici olavo Te
monboyindon istifado etmoklo almaq olar. Epitaksial
tobagolor altligin temperaturunun (T,,) vo kondensasiya
stirotinin  (v,) miixtolif qiymotlorinds alinmis vo todqiq
olunmusdur.

Odobiyyatdan  molumdur ki,  yilksok  kristall
mitkammaolliys va elektrofiziki parametrlors malik epitaksial
tabagalar kondensasiya siiratinnin qiymatinden kaskin asilidir
[8-9].

Elektronoqrafik  todqgiqatlar  noticosindo  miioyyon
edilmisdir ki, althgin temperaturunun T,;=663+673 K,
kondensasiya siiratinin v,=8+9 A/san qiymatlorinds qalinlig1
0,5+1 mkm vo kristal miikkommolliyi W,=90+100" olan
epitaksial tobagolor almaq miimkiindiir. Malum olmusdur ki,
BaF, (111) althqlar1 tizorinds Pb;Mn,Te epitaksial
tobagolori sotho morkozlosmis kubik qofosdo kristallasir vo
althgm (111) miistovisi izra boylyiir (Sok.1a, b).

Gostorilmigdir ki, kondensasiya siiroti, epitaksial
tobagolorin  elektrofiziki xassolorino tosir edir vo v-nin
artmast ilo ylikdastyicilarin yiiriikliyli ciddi doyisir. Belos ki,
sok.2-don goriindiiyii kimi, kondensasiya siiratinin 1+9 A/san
intervalinda artmasi ilo yiikdasiyicilarin yiirikliyti artir vo
9 A/san  giymotindo  Oziiniin  maksimum  qiymotini
(;,Ln,p(77K)=3-104 sm’/V-san) alir. Kondensasiya siiratinin
sonraki artimi yiikdastyicilarm yiiriikliyiinii keskin azaldir.
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Sok.1.  Pb; Mn,Te (Ga) (x=0,02) epitaksial tobogelerinin
elektronoqrami (@), va rentgendifraksiya ayrisi (b).
u, (sm?V-s)
3-10%
2-10%
1-10%1
o 3 5 5 12 15 18 21 23 @9
Sok.2. Pb; Mn,Te (Ga) (x=0,02) epitaksial tobagabrinds 77 K

temperaturda yiikdastyicilarin yiiriiklityliniin kondensasiya
siiratindon asililigi.

Elektronmikroskopik todqiqatlar gostorir ki, yuxarida
gostarilmis goraitde alinmug epitaksial tobagolorin sothinds

qara lokolor miisahids olunur. ©dabiyyatdan molum oldugu
kimi bu lokolor, bdyiimo prosesindo, torkibdo olan artiq
qurgusun atomlarinin oksidlogsmosi naticosindo amalo golir
[10-11].

Bu cir epitaksial  toboqgolordo  yiikdastyicilarin
yiiriikliylinin qiymoti asagt olur. Yuxarida gqeyd etdiymiz
kimi optoelektron cihazlar kristallarin sotho yaxin laylarinda
yaradilir. Mohz bu baximdan kristalin sothi hamar, parlaq
olmalidir ki, onlar asasinda hazirlanan cihazlarin effektivliyi
yiiksok olsun. Bu moqsadlo gostorilon qara lokslori aradan
gotirmak  vo uygun olaraq epitaksial tobogolordo
yiikdastyicilarin  ylrtikliiytini ~ artirmaq ~ {iglin, bdylima
prosesindo kompensoedici slavo Te monboyindon istifads
edilmigdir. Bununla da kompensaedici alave Te monbayinin
Tr~420 K qiymotindo parlaq sotho vo yiiksok kristal
mitkommolliys malik epitaksial tobagslor almaq miimkiin
olmusdur (Sak.3).

Sok.3. Boyiimo prosesindo olavo Te monbayindon istifado etmoklo
alinmig Pb, Mn,Te (Ga) (x=0,02) epitaksial tobagelorinin
elektronmikroskopik sokili (T1.=420 K).

Beloaliklo yiiksok kristal mitkommoalliys vo elektrofiziki
parametrlora malik Pb,Mn,Te epitaksial tobagalorinin
almmasmin  optimal  sortlori miloyyon  edilmisdir:
T =663+673 K; Tr~420 K; 0,=8+9 Ass,
n,p(77K)=5-10"+1-10" sm™; w, (77K)=(2,5+3)-10* sm*/Vs.
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